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(57) Abstract: The invention relates to a semiconductor P-N material which 
can be obtained using a method comprising the following successive steps 
consisting in: functionalising a porous oxide ceramic substrate by chemi- 
cally grafting one or more compounds comprising at least one group that can 
be polymerised with one or more precursors of an electroconductive poly- 
mer and at least one group that can be chemically grafted to the substrate; 
impregnating the substrate thus funcdonalised with a solution comprising 
the precursor(s); and polymerising the precursor(s). The invention also re- 
lates to the use of said materials for photovoltaic cells. 

(57) Abrege : Llnvention a trait ^ un mat6riau semi-conducteur P-N sus- 
ceptible d'etre obtenu par un procede comprenant successivement les etapes 
suivantes une etape de fonctionnalisation d'un substrat en ceramique oxyde 
poreuse par greffage chimique d'un ou plusieurs composes comprenant au 
moins un groupe susceptible d'etre po]ym^s6 avec un ou plusieurs pr^cur- 
seurs d'un polymere conducteur de I'^lectricit^ et au moins un groupe apte 
k se grefifer chimiquement audit substrat ; une 6tape d'impr^gnation dudit 
substrat ainsi fontionnalise par une solution comprenant le ou lesdits precur- 
seur(s) ; une etape de polymerisation du ou desdits pri6curseurs. Application 
de ces mat^riaux k des cellules photovoltaiques. 
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